
























































专利名称(译) 用于液晶显示器的薄膜晶体管阵列面板及其修复方法
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摘要(译)

在绝缘基板上形成沿水平方向延伸的栅极线，并且垂直于限定矩阵阵列的像素的栅极线形成数据线。通过数据线接收图像信号的像
素电极形成在像素中，并且形成具有连接到栅极线的栅电极，连接到数据线的源电极和连接到像素电极的漏电极的薄膜晶体管。在
栅极线和数据线相交的部分上。包括在水平方向上的存储电极线，连接到存储电极线的存储电极，以及连接相邻像素的存储电极的
至少一个存储电极连接部分的存储线形成在与栅极线相同的方向上。冗余修复线在一端与存储线重叠并且与存储线绝缘，并且与存
储线重叠或者在另一端与相邻像素的栅极线形成在与数据线相同的层中。而且，连接相邻像素的存储线的存储线连接部分形成在与
像素电极相同的层中。在该结构中，如果栅极线或数据线的部分断开，则与断开的线，存储线和冗余修复线重叠的部分被短路以修
复开路线缺陷。
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